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研究成果の概要（和文）：本研究では、ガラス上における歪み擬似単結晶 SiGe の創製と薄

膜トランジスタの高速化を目的として研究を推進した。結晶方位の制御された SiGe 結晶

を形成する手法、及び SiGe 半導体上への歪みエピタキシャル成長を検討した。更に、SiGe
薄膜トランジスタの要素プロセスを検討し、S/D 電極をシリサイド接触とした高速薄膜ト

ランジスタの作製プロセスを構築した。 
 
研究成果の概要（英文）：Formation techniques of strained quasi-single crystal SiGe on glass 
were investigated for transistor application. We have realized orientation control of SiGe on 
insulating substrates. Furthermore, the device fabrication process of silicide S/D 
transistors was developed. 
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１．研究開始当初の背景 そこで本研究では、ガラス上に結晶面方位

の制御された SiGe 結晶薄膜を創製すると共
に、格子歪みを導入するプロセスの構築を目
指して研究を行った。 

高度情報社会を実現するには、情報通信機
器とヒューマン・インターフェース(ディスプ
レイ等)を一体化する必要がある。その為、集
積回路をディスプレイに搭載した高性能情
報端末(システム・イン・ディスプレイ)の実
現が強く求められていた。 

 
３．研究の方法 

本研究では、金属誘起成長法を用いて非晶
質 SiGe 膜を結晶化し、結晶面方位の制御さ
れた SiGe 結晶をガラス上に実現する手法を
検討すると共に、歪み SiGe 結晶の格子歪み
の評価手法の検討を行った。更に、SiGe 結晶
に適したトランジスタ構造の作製プロセス
を検討した。 

 
２．研究の目的 
システム・イン・ディスプレイの実現には、

ガラス上に形成する薄膜トランジスタの動
作を高速化する必要がある。Si より移動度が
高い歪み SiGe を用いれば、トランジスタの
高速化が実現する。  



４．研究成果 
本研究では、ガラス上における薄膜トラン

ジスタの高速化を目的として研究を推進し
た。 

 
まず、非晶質 SiGe 薄膜/Al 薄膜/ガラス基

板の積層構造における層交換成長(AIC 成長)
法を用い、SiGe 擬似単結晶を形成するプロセ
スを検討した。 

Al 薄膜堆積後に長時間の大気中放置（60
～80 min）を行って界面酸化膜を形成した場
合、低 Ge 濃度域（Ge 濃度：≦50%）では試
料表面の全体で SiGe/Al層を構成する各層が
一様に位置関係を交換し、(111)方向に優先
配向した SiGe 層が実現するが、高 Ge濃度域
（≧50%）では、長時間熱処理を行っても局
所的な層交換にとどまることを明らかにし
た。形成層の結晶組織を詳細に検討し、AIC
成長の阻害要因が Ge 濃度の上昇に伴う SiGe
層の自然核発生の促進にあることを明らか
にした。更に、成長様態を Ge 濃度と界面酸
化膜厚の関数として系統的に整理し、３つの
成長様態が発現することを明らかにすると
共に、その機構をモデル化し、Al 堆積後の
大気中放置時間を適正化することにより界
面酸化膜厚を制御して全 Ge 濃度域で大粒径
（≧20μm）かつ均一な AIC成長を実現した。
以上の結果、SiGe の Al 誘起層交換成長が全
Ge 濃度域で可能となった。さらに、試料構造
(SiGe/Al 膜厚)の適正化を行い、全 Ge 濃度
(0-100%) において SiGe結晶の配向制御性の
向上を実現した。 

上記と並行して、SiGe 半導体上へのエピタ
キシャル成長を検討し、成膜条件を適正化す
る事により結晶性の極めて良好なエピタキ
シャル成長を実証した。さらに、仮想基板フ
リーな歪み導入プロセスを実現する為、応力
印加膜を用いた局所歪み技術も検討し、高い
格子歪み(≧1%)の導入を実現した。SiGe 薄膜
トランジスタの要素プロセスの検討も行い、
S/D 電極をシリサイド接触とした高速薄膜ト
ランジスタの作製プロセスを構築した。 
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